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La presente invention a pour objet un dispositif hyper frequence destine a la 
dissipation ou a P attenuation de puissance. 

La presente invention concerne notamment un dispositif formant charge 
resistive de moyeniie a forte puissance, c'est-a-dire de Pordre de quelques Watts a 200 
Watts, notaniment pour une utilisation dans des stations de base de radiocommunication 
cellulaire ou de reseaux locaux sans fil de type WLAN. 

Un tel dispositif, utilise dans un systeme hyperfrequence, sert notamment a 
dissiper, en cas de dysfonctionnement, sous forme de chaleur, Penergie non active du 
systeme, notamment Penergie transportee dans une ligne hyperfrequence. 

Une telle ligne hyperfrequence peut etre constitute par un substrat dielectrique 
dont une face porte une bande conductrice et P autre face une plage metallique de masse, la 
bande conductrice etant reliee a une couche resistive deposee sur le substrat. 

Cette realisation est generalement designee sous le terme « microstrip ». 

L' impedance d'une telle ligne hyperfrequence est en general de 50 Ohms. 

Le dispositif formant charge resistive peut etre loge dans un boitier relie au 
systeme par un cable, ce qui permet de disposer le dispositif au contact d'un radiateur de 
refroidissement. Ce dispositif est communement appele charge deportee. .< : 

En variante, le dispositif peut etre fixe directement sur un equipement du 
systeme, par exemple sur un circuit de celui-ci. ? 

* 

Le brevet EP 0 092 137 decrit un dispositif formant charge resistive 
comportant un substrat isolant sur lequel sont deposees des couches resistives adjacentes 
en forme de secteurs de cercle. L'arc exterieur d'une couche resistive constitue Pentree du 
dispositif et Pare interieur la sortie. Ce dispositif vise a permettre une dissipation uniforme 
et plus importante de la puissance calorique. 

La demande de brevet FR 2 486 720 decrit un dispositif de terminaison d'une 
ligne de transmission en hyperfrequence, comportant un substrat dielectrique avec, sur une 
face, une couche resistive constituant une charge de terminaison. La couche resistive peut 
presenter une forme de trapeze dont la grande base constitue Pentree pour la ligne 
hyperfrequence et dont la petite base se raccorde a une metallisation de masse. Une bande 
conductrice, transversale peut etre deposee sur la couche resistive, en contact avec la bande 
conductrice et reliant deux metallisations destinees a former avec un plan de masse deux 
condensateurs. 
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Le brevet US 6 326 862 decrit un systeme de terminaison ^electrique 
comportant un boitier dans lequel est dispose un substrat dielectrique portant un element de 
circuit de terminaison. Le boitier comporte une premiere cavite relativement haute, au- 
dessus de la jonction du conducteur interieur du cable coaxial sur le substrat dieiectrique. 
5 Cette premiere cavite debouche dans une deuxieme cavite de moindre hauteur. Cette 
double cavite vise a corriger les defauts d'impedance. 

La presente invention vise notamment a proposer un nouveau dispositif 
hyperfrequence, notamment un dispositif formant charge resistive, de type « microstrip », 
permettant de reduire de maniere substantielle les defauts d'impedance, et ce, pour une 
1 0 large plage de frequences. 

L'invention a ainsi pour objet un dispositif hyperfrequence, notamment un 
dispositif formant charge resistive ou un attenuateur, destine a la dissipation ou a 
Tattenuation de puissance, comportant : 
un substrat isolant, 

15 - sur une face du substrat, au moins une bande conductrice d'une ligne 

hyperfrequence, 

au moins une zone de masse, 

- au moins une couche resistive deposee sur la face precitee du substrat, la 
couche resistive comportant au moins une premiere region a laquelle se raccorde la ou une 

20 bande conductrice et une seconde region reliee a la zone de masse, la couche resistive 
presentant un axe longitudinal, 
le dispositif etant caracterise par le fait que : 

- la premiere region presente une dimension transversale a 1'axe de la couche 
resistive, inferieure a celle de la seconde region, et/ou 

25 - la couche resistive est recouverte, au moins partiellement, par un plan de 

masse relie a la zone de masse precitee et isolee de la couche resistive par une couche 
isolante. 

Grace a l'invention, du fait que la premiere region est moins large que la 
seconde region, le defaut capacitif a 1' entree de la couche resistive est reduit. 
30 De preference, la ou chaque premiere region de la couche resistive presente 

une forme convergeant vers la bande conductrice, cette premiere region pouvant par 
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exemple etre sensiblement trapezoidal e, la ou les bandes conductrices se raccordant a la 
couche resistive par la petite base du trapeze. 

Pour la realisation d'une charge resistive, la couche resistive tout entiere peut 
presenter une forme sensiblement trapezoidale, auquel cas la zone de masse se raccorde a 
cette couche par la grande base du trapeze. 

En variante, la seconde region est sensiblement rectangulaire et la zone de 
masse se raccorde a cette region par un cote du rectangle. 

Pour la realisation d'un attenuateur comportant deux bandes conductrices, la 
couche resistive comporte deux premieres regions raccordees chacune a une bande 
conductrice et a une seconde region rectangulaire, centrale, raccordee a la zone de masse. 

En variante ou en combinaison avec les formes precitees de la couche resistive, 
F invention permet de reduire les defauts d' impedance en recouvrant la couche resistive, au 
moins partiellement, par un plan de masse relie a la zone de masse et isole de la couche 
resistive par une couche isolante. 

Grace a Finvention, en combinant les formes precitees de la couche resistive et 
la presence du plan de masse au dessus de la couche resistive, on obtient une reduction des 
defauts de capacite et d'induction, done une meilleure adaptation hyperfrequence, pour des 
frequences allant environ jusqu'a 8 GHz. 

De plus, le dispositif selon F invention peut presenter un cout de^ reyient 
relativement faible. 

De preference, le plan de masse ne recouvre pas entierement la region d'entree, 
se situant en retrait de la jonction entre la ou une bande conductrice et la ou les couches 
resistives. 

Le plan de masse peut venir recouvrir entierement la seconde region de la ou 
des couches resistives. 

Avantageusement le plan de masse s'etend transversalement sur toute la 
largeur de la ou des couches resistives. 

Dans le cas ou la zone de masse est realisee directement sur le substrat, en etant 
adjacente a la seconde region, le plan de masse precite vient avantageusement en contact 
electrique avec cette zone de masse, a Farriere de la couche resistive. 
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Dans un exemple de mise en oeuvre de l'invention, le substrat porte, de part et 
d'autre de la couche resistive, deux pistes conductrices laterales reliees a ladite zone de 
masse, le plan de masse recouvrant ces pistes. 

Avantageusement, le plan de masse precite se raccorde a des zones laterales de 
masse s'etendant sur des tranches du substrat, notamment celles qui sont parallels a l'axe 
de la couche resistive. 

Ces zones laterales de masse peuvent etre constitutes par des metallisations 

realisees sur ces tranches. 

La couche isolante peut etre une couche de verre deposee par exemple par 

serigraphie sur la couche resistive. 

Le plan de masse peut etre constitue par une couche d'un materiau conducteur 
deposee notamment par serigraphie sur la couche isolante. 

La zone de masse sur le substrat peut etre reliee a une plage de masse sur 
1'autre face du substrat notamment par une ou plusieurs metallisations sur une tranche du 
substrat ou, en variante, par des percages metallises realises dans l'epaisseur du substrat. 

En variante, le dispositif comporte un insert comprenant une paroi conductrice 
venant s'appliquer sur la couche isolante et definissant le plan de masse. 

Dans un exemple de mise en oeuvre de l'invention, l'insert comporte au moins 
un bras conducteur lateral relie au plan de masse et apte a venir s'appliquer sur une tranche 
du substrat et eventuellement, le cas echeant, sur Tune des pistes conductrices laterales 
precitees. 

Lorsque le dispositif est une charge deportee, l'insert peut comporter au moins 
une patte elastiquement deformable et conductrice apte a venir s'appliquer sur une paroi du 
boitier, assurant ainsi la liaison electrique entre le plan de masse du dispositif et la paroi du 
boitier. 

L'insert peut egalement etre agence pour retenir le substrat sur le fond du 
boitier. Autrement dit, il n'est pas necessaire de realiser une liaison metallurgique, par 
exemple un brasage, du substrat sur le fond du boitier, son maintien dans le boitier etant de 
nature mecanique. Le substrat peut alors etre depourvu de metallisation sur sa face opposee 
a celle portant la couche resistive, le plan de masse etant relie a la masse du boitier. 
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Notamment dans le cas ou le dispositif est directement fixe sur un equipement 
du sy steme, 1 5 insert peut par exemple comporter au moins une partie de fixation permettant 
sa fixation notamment. par brasage sur un support. 

[[/invention pourra etre mieux comprise a la lecture de la description detaillee 
qui va suivre, d'exemples de mise en oeuvre non limitatifs, et a Fexamen du dessin annexe, 
sur lequel : 

la figure 1 represente, schematiquement et partiellement, en vue de dessus, 
un dispositif formant charge resistive conforme a P invention, 

les figures 2 et 3 represented, schematiquement et partiellement, 
respectivement en perspective et en vue de dessus, une variante de mise en oeuvre de 
dispositif formant charge resistive selon P invention, 

la figure 4 represente, schematiquement et partiellement, en vue eclatee, un 
dispositif formant charge resistive conforme a P invention, loge dans un boitier, 

la figure 5 represente, schematiquement et partiellement, en perspective, un 
dispositif formant charge resistive conforme a une variante de mise en cquvre de 
P invention, et 

la figure 6 represente, schematiquement et partiellement, en perspective, un 
mode de realisation d'attenuateur selon P invention. 

On a represente sur la figure 1 un dispositif 1 formant charge resistive 
hyperfrequence destine a la dissipation de puissance, comportant une couche resjstiye 2 
deposee sur une face 4 d'un substrat isolant 3, la couche resistive 2 etant reliee, d'une part, 
a une bande conductrice 5 et, d 5 autre part, a une zone de masse 6 egalement deposee sur la 
face 4 du substrat isolant 3. 

Le dispositif 1 est destine a etre utilise dans un systeme hyperfrequence. 

Le substrat 3 peut etre realise en ceramique, notamment en alumine ou en 
nitrure d'aluminium (A1N). 

Le substrat 3 forme avec la bande conductrice 5 et une plage de masse 8 situee 
sur une face 7 opposee a la face 4 une ligne hyperfrequence. 

La plage de masse 8 peut etre brassee sur un support, non represente. 

La zone de masse 6 peut etre reliee a la plage de masse 8 par une ou plusieurs 
metallisations realisees sur une tranche 3a du substrat 3 ou par des pelages metallises 
realises dans Pepaisseur du substrat 3. 
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La couche resistive 2 peut etre deposee sur le substrat 3 par serigraphie ou en 

couche mince par exemple. 

Dans l'exemple considere, la couche resistive 2 comporte une region d'entree 
2a presentant une forme sensiblement trapezoidale isocele, la bande conductrice 5 se 
5 raccordant a cette region 2a par la petite base 1 0 du trapeze. 

La region 2a se prolonge, du cote oppose a la petite base 10, par une region 2b 
" rectangulaire dont le grand cote coincide avec la grande base du trapeze. 

La zone de masse 6 se raccorde a la couche resistive 2 le long d'un grand cote 
11 du rectangle. 

10 La couche resistive 2 presente un axe longitudinal X qui est, dans l'exemple 

consider^, parallele a la bande conductrice 5. 

Cette forme particuliere de la couche resistive 2 permet notamment de reduire 
les defauts capacitifs a 1' entree de la couche resistive. 

Pour ameliorer encore F adaptation hyperfrequence du dispositif 1, il est 
1 5 possible, comme illustre sur les figures 2 et 3, de prolonger la zone de masse 4 par un plan 
de masse 12 venant recouvrir partiellement la couche resistive 2. 

A cet effet, la couche resistive 2 est entierement recouverte d'une couche 
isolante 13, laquelle est constitute par exemple par une couche de verre deposee par 
serigraphie. 

20 Le plan de masse 12 presente une forme rectangulaire de longueur 

sensiblement egale a la largeur du substrat. 

Le plan de masse 12 vient recouvrir la zone de masse 6 et se situe en retrait de 
la petite base 10 du trapeze. 

Autrement dit, ie plan de masse 12 recouvre entierement la region 2b de la 
25 couche resistive 2 et laisse degagee la partie de jonction entre la bande conductrice 5 et la 
couche resistive 2. 

Dans l'exemple considere, le plan de masse 12 est realise a partir d'une pate 
conductrice deposee sur la couche isolante 13. 

Comme on peut le voir sur les figures 2 et 3, la zone de masse 6 peut se 
30 raccorder a deux pistes conductrices laterales 14, 15, paralleles a Paxe X. 

Le plan de masse 12 vient recouvrir ces pistes 14, 15, en etant en contact avec 

elles. 
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La presence de ces pistes 14, 15 reliees au plan de masse 12 permet 
d'ameliorer encore Fadaptation hyperfrequence. 

Les tranches 3a du substrat 3 paralleles a Paxe X peuvent etre metallisees et 
etre reliees electriquement au plan de masse 12. 
5 On a represents sur la figure 4 un dispositif V formant charge resistive 

deportee conforme a une variante de mise en oeuvre de V invention. 

Le dispositif 1' est loge dans un boitier 20, lequel peut etre eloigne du systeme 
hyperfrequence pour etre mis au contact d'un radiateur de refroidissement notamment. 

Le dispositif 1 ' differe du dispositif 1 precedemment decrit par le fait que le 
10 plan de masse n'est pas constitue d'une couche d'un materiau conducteur deposee sur le 
substrat, mais est defini par une paroi centrale 23 d'un insert metallique 22 venant 
s'appliquer sur le substrat 3. 

La bande conductrice 5 est destinee a etre reliee au conducteur central d'un 
cable coaxial 21 monte, a une extremite, sur le boitier 20. 
15 L'insert 22 comporte de part et d'autre de la paroi centrale 23 deux bras 

lateraux 24 destines a venir s'appliquer sur deux bords paralleles du substrat 3 et sur les 
pistes conductrices 14, 15. Ces bras 24 comportent chacun une portion 24a verticale 
s'appliquant sur une tranche du substrat 3. . 

L'insert 22 comporte sur sa face superieure une patte eiastiquement deformable 
20 et conductrice 25 apte a venir s'appliquer sur un couvercle conducteur 26 du bqitier 20. 
Selon P invention, il est possible de prevoir plusieurs pattes conductrices 25. 

Dans Pexemple considere, la couche resistive 2 est obtenue par le depot d'une 
pate conductrice sur le substrat 3. 

L'insert 22, dans Pexemple considere, permet de maintenir le substrat 3 sur le 
25 fond du boitier 20, ce maintien etant de nature mecanique. 

La ou les pattes 25 permettent en outre de realiser un contact electrique entre la 
zone de masse 6 et le boitier 20. 

Dans le cas ou le dispositif formant charge resistive est fixe directement sur un 
equipement du systeme, sans etre loge dans un boitier specifique, P insert 22 peut etre 
30 depourvu de patte eiastiquement deformable 25 et ses bras lateraux 24 comporter des 
extensions 31 permettant de braser l'insert 22 sur un support 30. 
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Ce support 30 peut etre constitue par un circuit ou une bride metallique fixee 
sur Tequipement du systeme, par exemple. 

Bien entendu, Pinvention n'est pas limitee aux exemples de mise en oeuvre qui 
viennent d'etre decrits. 

On peut encore prevoir, directement sur la face de r insert venant en regard de 
la couche resistive 2, une couche isolante qui remplace une couche isolante 13 deposee sur 
le substrat. 

Le dispositif hyperfrequence selon V invention peut encore etre agence en 
attenuateur. Un mode de realisation d'un dispositif forniant attenuateur est illustre a la 
figure 6. 

La couche resistive 2' presente une configuration symetrique comportant deux 
regions trapezoidaies 2'a raccordees par leurs grandes bases aux grands cotes d'une region 
centrale rectangulaire 2'b dont les petits cotes sont relies a la masse. Les regions 
trapezoidaies 2'b sont raccordees par leurs petites bases a des bandes conductrices 5. 

Comme pour les modes de realisation precedents, il est prevu un plan de 
masse, non represente, ne recouvrant pas entierement la couche resistive T . 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif (1, V) hyperfrequence destine a la dissipation ou a l'attenuation 
de puissance, notamment un dispositif formant charge resistive ou un attenuateur, 
comportant : • 
un substrat isolant (3), 

- sur une face (4) du substrat (3), au moins une bande conductrice (5) d'une 
ligne hyperfrequence, 

au moins une zone de masse (6), 

- au moins une couche resistive (2 ; 2') deposee sur la face (4) precitee du 
substrat, la couche resistive (2 ; 2') comportant au moins une premiere region (2a ; 2'a) a 
laquelle se raccorde la ou une bande conductrice (5) et une seconde region (2b ; 2'b) reliee 
a la zone de masse (6), la couche resistive (2) presentant un axe longitudinal (X), 

le dispositif etant caracterise par le fait que : 

la premiere region (2a ; 2'a) presente une dimension transvers'ale a Paxe 
longitudinal (X) de la couche resistive, inferieure a celle de la seconde region (2b ; 2'b), 
et/ou 

la couche resistive (2 ; 2') est reeouverte, au moins partiellement, par un 
plan de masse (12) relie a la zone de masse (6) et isole de la couche resistive (2 ,; 2 ? ) par 
une couche isolante (13). 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise par le fait que la premiere 
region (2a ; 2'a) de la couche resistive (2 ; 2') presente une forme convergeant vers la 
bande conductrice (5). 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise par le fait que la ou chaque 
premiere region (2a ; 2'a) presente une forme sensiblement trapezoi'dale, la ou les bandes 
conductrices (5) se raccordant a la couche resistive par la petite base (10) du trapeze. 

4. Dispositif selon la revendication 3, formant charge resistive, caracterise par 
le fait que la couche resistive (2) tout entiere presente une forme sensiblement trapezoi'dale, 
la zone de masse (6) se raccordant a cette couche resistive (2) par la grande base du 
trapeze. 
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5. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1 a 3 ? formant charge 
resistive, caracterise par le fait que la seconde region (2b) est sensiblement rectangulaire et 
la zone de masse (6) se raccorde a cette region par un cote du rectangle. 

6. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1 a 3 formant 
5 attenuateur, caracterise par le fait qu'il comporte deux bandes conductrices (5) et que la 
' couche resistive (2 5 ) comporte deux premieres regions trapezoidales (2'a) raccordees 

chacune a une bande conductrice (5) et a une seconde region rectangulaire centrale (2'b) 
raccordee a la zone de masse (6). 

7. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
10 caracterise par le fait que le plan de masse (12) ne recouvre pas entierement la premiere 

region (2a ; 2'a), se situant en retrait de la jonction entre la bande conductrice (5) et la 
couche resistive (2 ; 2'). 

8. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le plan de masse (12) vient recouvrir entierement la seconde 

15 region (2b ; 2'b). 

9. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le plan de masse (12) s'etend transversalement sur toute la 
largeur de la couche resistive (2 ; 2'). 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, la zone 
20 de masse (6) etant realisee sur le substrat, en etant adjacente a la seconde region (2b ; 2'b), 

caracterise par le fait que le plan de masse (12) vient en contact electrique avec cette zone 
de masse, a Tarriere de la couche resistive. 

11. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le substrat (3) porte, de part et d'autre de la couche resistive 

25 (2 ; 2 ? ), deux pistes conductrices laterales (14, 15) reliees a ladite zone de masse (6), le 
plan de masse (12) venant recouvrir ces pistes (14, 15). 

12. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le plan de masse (12) se raccorde a des zones laterales de masse 
s'etendant sur des tranches du substrat (3). 

30 13. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait qu'il comporte un insert (22) comportant une paroi conductrice (23) 
venant s'appliquer sur la couche isolante (13) et definissant le plan de masse (12). 
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14. Dispositif selon la revendication 13, caracterise par le fait que Pinsert 
comporte au moins une patte elastiquement deformable et conductrice (25) apte a venir a 
s'appliquer sur une paroi d'un boitier (20). 

15. Dispositif selon l'une des revendications 13 et 14, caracterise par le fait 
que r insert (22) est agence pour retenir le substrat (3) sur le fond du boitier. 

16. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 13 a 15, caracterise 
par le fait que V insert comporte au moins une partie de fixation (31) permettant sa fixation 
sur un support (30). 
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